Be. Silvie Valkové se ve své diplomové praci s ndzvem ,,Chalkogenidova skla systému
Ga-Ge-S* zabyva studiem zplisobu pripravy a vlivu koncentrace stfibra na optické vlastnosti
tenkych vrstev (GeSe,),5(Ga,S;),,. Problematika studovand v diplomové praci ma
perspektivni vyuziti voptice a optoelektronice, napt. pii optickém zaznamu informaci
s vysokou hustotou zdznamu.

Autorka vypracovala podrobnou literdrni reSer$i o metodéach ptipravy tenkych vrstev
chalkogenidovych skel, jejich vlastnostech a pouziti. ProtoZe jednim z cilt prace bylo studium
opticky indukovaného rozpousténi stiibra v ptipravenych vrstvach, vénuje se autorka i této
problematice. Velkou pozornost vénuje téz elektrickym a optickym vlastnostem
chalkogenidovych skel s dirazem na skla systému Ga-Ge-S.

Be. Silvie Valkova syntetizovala objemové vzorky skla (GeSe,),4(Ga,S;),, a z nich
pfipravila tenké vrstvy tfemi zplsoby: termickym vakuovym napafovanim v platinové lodicce
s korundovou vlozkou, termickym vakuovam napatovanim ve vicekomorové molybdenové
lodi¢ce a pulzni laserovou ablaci. Amorfni charakter ptipravenych vrstev ovéfila rentgenovou
difrakéni analyzou a jejich sloZeni stanovila pomoci EDX mikroanalyzy. Optické vlastnosti
urcila UV-VIS spektroskopii a VASE elipsometrii. Protoze podle vysledki EDX
mikroanalyzy a VASE elipsometrie nebyly vrstvy pfipravené termickym vakuovym
napafovanim homogenni, pouzila pro dalSi experimenty pouze vrstvy piipravené pulzni
laserovou ablaci. Na nich studovala zmény optické propustnosti a indexu lomu po temperaci
pti 100°C a expozici xenonovou lampou. Dale vrstvy pfipravené pulzni laserovou ablaci
pouzila ke studiu opticky indukovaného rozpousténi stiibra. Na vrstvy exponované
halogenovou lampou deponovala metodou vakuového naparovéni tenké vrstvy stiibra a poté
je podrobila dalsi expozici halogenovou lampou. Vrstvy dopované stfibrem charakterizovala
pomoci rentgenové difrakéni analyzy, EDX mikroanalyzy, UV-VIS spektroskopie a VASE
elipsometrie.

Diplomové prace je vypracovana prehledné a peclivé, ale mam nékolik pfipominek:

- Pro urCeni sloZeni objemovych vzorkli a tenkych vrstev pouzila autorka EDX
mikroanalyzu. V teoretické ¢asti ale uvadi pouze princip elektronové mikroskopie. EDX
analyzator je sice soucasti rastrovaciho elektronového mikroskopu, ale o principu EDX
mikroanalyzy by se autorka zminit méla.

-V tabulce 2 na str. 51 jsou chybné& spocitdna atomova procenta pro teoretické slozeni (ma
byt 64,71% S, 11,77% Ga, 23.52% Ge).

- Na stranach 51 a 61 autorka uvadi, Ze EDX analyza poskytuje udaje o slozeni povrchové
vrstvy pripravenych tenkych vrstev. To ale plati pouze pro objemové vzorky. Tloustka
ptipravenych tenkych vrstev (360 — 500 nm) je mensi nez hloubka, z niZ je rentgenové
zafeni excitovano (tato hodnota zavisi na urychlovacim napé€ti primarniho svazku
elektrond a hustot¢ materidlu a pro tento systém vychazi okolo 3 um). Proto je u tenkych
vrstev vysledek EDX mikroanalyzy priimérna hodnota z celé tloustky vrstvy. Rozdil proti
teoretickému sloZeni miZe byt zplsoben nestejnou rychlosti odpafovanim jednotlivych
slozek prii pripraveé (jak autorka uvadi v kapitole Diskuse vysledkl) a tim, Ze pro ptipravu
vrstvy neni vyuzit cely obsah lodi¢ky (méné t€kavé slozky zlstanou v lodi¢ce). Rozdil
v tekavosti jednotlivych sloZzek samoziejmé zplsobi 1 nehomogenitu tenké vrstvy,
zjisténou jako gradace indexu lomu.

- Tloustky tenkych vrstev dotovanych stfibrem (str. 56) jsou také mens$i, nez hloubka
excitace rentgenového zateni. Proto 1 zde se nejednd o sloZeni povrchu, ale celého objemu
vIstvy.



- Také v kapitole zavér neni EDX mikroanalyza uvedena mezi metodami pouZitymi pro
charakterizaci vzorkid. Elektronova mikroskopie slouzi pouze ke zobrazeni povrchu
vzorku, nikoliv k uréeni sloZeni.

- Seznam literatury je napsan nestandardnim zptsobem, za odkazy chybi tecky.

Autorka vykonala velky objem experimentalni prace a prokazala schopnost zhodnotit
ziskané vysledky. Zadani diplomové prace bylo splnéno..

Praci hodnotim znamkou velmi dobre.

A

V Pardubicich dne 24.5.2010 Ing. Milan Vicek, CSc.



